Особенности электрокристаллизации металлов из водноорганических электролитов
А.С. Гончарова1, О.В. Скрябина2, Ю.А. Касумов2, Э.Е. Левин1, А.А Елисеев1, В.С. Столяров2, К.С. Напольский1
1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова
2Институт физики твердого тела РАН
3Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов РАН
goncharoAS@gmail.com
Микроэлектроника и связанные с ней области предъявляют высокие требования к используемым в ней материалам, что приводит к интенсивному развитию современных технологий. Метод темплатного электроосаждения позволяет получать широкий спектр металлических одномерных наноструктур: от нанонитей чистых металлов, до различных сплавов. Целью данной работы является получение нитевидных наноструктур Bi из водноорганических электролитов с контролируемыми размерами и структурными характеристиками и изучение их транспортных свойств.

Нанонити Bi получали методом темплатного электроосаждения. В качестве пористых матриц выступали пленки анодного оксида алюминия, сформированные в 0,3 М растворе (COOH)2 при напряжениях 40 и 120 В. Электрохимическое осаждение Bi проводили из электролитов, содержащих 0,1 – 0,4 моль/л Bi(NO3)3 в смеси этиленгликоля с водой (7:3 по объему), при потенциале -0,2 В отн. висмутового электрода сравнения в том же растворе. Электролит деаэрировали аргоном. Контроль реального омического сопротивления проводили классическим методом кратковременного разрыва цепи в ходе регистрации ЦВА с анализом кривой релаксации потенциала (Current Interrupt). Полученные данные по значениям сопротивления хорошо согласуются с теми, что были получены уже ранее: от 400 до 200 Ом для 0.1 и 0.4 М растворов соответственно. Кроме того, из данных циклической вольтамперометрии и потенциостатического электроосаждения для электролита c концентрацией 0,4 М Bi(NO3)3 прикладываемому потенциалу -0,2 В отвечает потенциал -0,020 В.
На основе полученных нанонитей были сформированы SNS-структуры с помощью электронной литографии, где S – тонкоплёночный контакт из Nb, а N – единичная Bi нанонить. Температурные зависимости сопротивления для Nb/Bi/Nb-струтктур в диапазоне 300-1,2 К показали полупроводниковый характер проводимости в полученных нанонитях. В изученных образцах вплоть до 1,2 К переход в сверхпроводящее состояние не наблюдался.
